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(57)【要約】
【課題】駆動トランジスタ閾値補償を行い、高精細化を
実現できる表示装置の提供。
【解決手段】第１電極と、第２電極と、前記第１電極と
前記第２電極との間に設けられた有機発光層とを備えた
発光素子と、容量と、前記容量の電圧に応じた電流を前
記発光素子に流す駆動トランジスタとを備えた画素回路
と、を備え、前記画素回路は、前記発光素子への電流供
給を停止すると共に前記容量と前記第１電極とを接続す
る。
【選択図】図１



(2) JP 2018-25749 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極と、第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に設けられた有機発光層
とを備えた発光素子と、
　容量と、前記容量の電圧に応じた電流を前記発光素子に流す駆動トランジスタとを備え
た画素回路と、を備え、
　前記画素回路は、前記発光素子への電流供給を停止すると共に前記容量と前記第１電極
とを接続する表示装置。
【請求項２】
　前記画素回路は、前記容量と前記第１電極とを接続した後に、前記駆動トランジスタの
閾値電圧と前記発光素子の発光輝度に対応したデータ電圧とを前記容量に蓄える請求項１
の表示装置。
【請求項３】
　前記画素回路は、前記電流供給の停止において、前記発光素子に流れる電流の供給源で
ある第１電源から前記駆動トランジスタへの電流供給を停止する請求項２の表示装置。
【請求項４】
　前記画素回路は、前記第１電源の電圧から、前記閾値電圧と前記データ電圧とを加算し
た電圧を減算した電圧を前記容量に蓄えた後に、前記容量と前記第１電極との接続を切断
すると共に前記第１電源から前記駆動トランジスタへの電流供給を開始し、さらに、前記
容量の電圧を前記駆動トランジスタのゲートに印加する請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記画素回路は、前記容量に蓄えた電圧を前記ゲートに印加した後、前記発光素子への
電流供給を停止すると共に前記有機発光層に蓄積した電荷を、前記発光素子を介して放電
した後に、前記容量と前記第１電極とを接続し、放電後の前記第１電極の電位で前記容量
を充電する請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記駆動トランジスタは、第３電極と第４電極とを有し、前記ゲートに印加された電圧
に応じて前記第３電極と前記第４電極との間に流れる電流を制御するトランジスタであっ
て、
　前記画素回路は、さらに、第５電極と第６電極とを有し、前記第５電極と前記第６電極
との導通を制御する第１制御素子～第３制御素子を備え、
　前記第１制御素子の第５電極は前記発光素子に流れる電流の供給源である第１電源に接
続し、前記第１制御素子の第６電極は前記第３電極に接続し、
　前記第２制御素子の第５電極は、前記ゲートと前記容量に接続し、前記第２制御素子の
第６電極は前記第４電極に接続し、
　前記第３制御素子の第５電極は前記第４電極と前記第２制御素子の第６電極に接続し、
前記第３制御素子の第６電極は前記第１電極に接続し、
　前記画素回路は、前記発光素子への電流供給の停止において、前記第１制御素子を非導
通にし、前記容量と前記第１電極との接続において、前記第２制御素と前記第３制御素子
とを導通する請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記画素回路は、さらに、前記発光素子の発光輝度に応じたデータ電圧を供給するデー
タ線に接続する第７電極と、前記第３電極に接続する第８電極とを有し、前記第７電極と
前記第８電極との導通を制御する第４制御素子を備え、
　前記画素回路は、前記第４制御素子を非導通にする請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記画素回路は、前記第１制御素子と前記第４制御素子とを非導通にした後に、前記第
４制御素子を導通し前記第３制御素子を非導通にする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画素回路は、前記第４制御素子を導通し前記第３制御素子を非導通にした後に、第
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２制御素子と前記第４制御素子とを非導通にし、前記第１制御素子と前記第３制御素子と
を導通する請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記画素回路は、前記発光素子に電流を流した後、前記第１制御素子を非導通にして、
前記発光素子に蓄積された電荷を、前記発光素子を介して放電する請求項９に記載の表示
装置。
【請求項１１】
　前記容量は、第３電極と、所定の電位に接続する第４電極とを備え、
　前記画素回路は、前記第１電極と前記第３電極とを接続する請求項１に記載の表示装置
。
【請求項１２】
　前記容量は、第９電極と所定の電位に接続する第１０電極とを備え、
　前記第２制御素子の第５電極は前記第９電極に接続する請求項６に記載の表示装置。
【請求項１３】
　第１電極と、第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に設けられた有機発光層
とを備えた発光素子と、
　容量と、前記容量の電圧に応じた電流を前記発光素子に流す駆動トランジスタとを備え
た画素回路と、を備え、
　前記駆動トランジスタは、第３電極と第４電極とを有し、ゲートに印加された電圧に応
じて前記第３電極と前記第４電極との間に流れる電流を制御するトランジスタであって、
　前記画素回路は、さらに、第５電極と第６電極とを有し、前記第５電極と前記第６電極
との導通を制御する第１制御素子～第３制御素子と、第７電極と第８電極とを有し、前記
第７電極と前記第８電極との導通を制御する第４制御素子とを備えており、
　前記駆動トランジスタの第４電極は前記第１電極に接続し、
　前記第１制御素子の第５電極は前記容量に接続し、前記第１制御素子の第６電極は前記
ゲートに接続し、
　前記第２制御素子の第５電極は基準電源に接続し、前記第２制御素子の第６電極は前記
容量と前記第１制御素子の第５電極とに接続し、
　前記第３制御素子の第５電極は前記発光素子に流れる電流の供給源である第１電源に接
続し、前記第３制御素子の第６電極は前記容量と前記第４電極とに接続し、
　前記第４制御素子の第７電極は前記発光素子の発光輝度に応じたデータ電圧を供給する
データ線に接続し、前記第４制御素子の第８電極は前記ゲートと前記第１制御素子の第６
電極とに接続してある
　表示装置。
【請求項１４】
　第１電極と、第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に設けられた有機発光層
とを備えた発光素子と、
　容量と、前記容量の電圧に応じた電流を前記発光素子に流す駆動トランジスタとを備え
た画素回路と、を備え、
　前記駆動トランジスタは、第３電極と第４電極とを有し、ゲートに印加された電圧に応
じて前記第３電極と前記第４電極との間に流れる電流を制御するトランジスタであって、
　前記画素回路は、さらに、第５電極と第６電極とを有し、前記第５電極と前記第６電極
との導通を制御する第１制御素子～第３制御素子と、第７電極と第８電極とを有し、前記
第７電極と前記第８電極との導通を制御する第４制御素子とを備えており、
　前記第１制御素子の第５電極は前記第４電極に接続し、前記第１制御素子の第６電極は
前記負荷と前記第１電極とに接続し、
　前記第２制御素子の第６電極は前記負荷と前記ゲートとに接続し、
　前記第３制御素子の第５電極は前記発光素子に流れる電流の供給源である第１電源に接
続し、前記第３制御素子の第６電極は前記第３電極と前記第２制御素子の第５電極とに接
続し、
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　前記第４制御素子の第７電極は前記発光素子の発光輝度に応じたデータ電圧を供給する
データ線に接続し、前記第４制御素子の第８電極は前記第４電極と前記第１制御素子の第
５電極とに接続してある
　表示装置。
【請求項１５】
　第１電極と、第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に設けられた有機発光層
とを備えた発光素子と、
　容量と、前記容量の電圧に応じた電流を前記発光素子に流す駆動トランジスタとを備え
た画素回路と、を備え、
　前記駆動トランジスタは、第３電極と第４電極とを有し、ゲートに印加された電圧に応
じて前記第３電極と前記第４電極との間に流れる電流を制御するトランジスタであって、
　前記画素回路は、さらに、第５電極と第６電極とを有し、前記第５電極と前記第６電極
との導通を制御する第１制御素子～第３制御素子と、第７電極と第８電極とを有し、前記
第７電極と前記第８電極との導通を制御する第４制御素子とを備えており、
　前記駆動トランジスタの第３電極は前記発光素子に流れる電流の供給源である第１電源
に接続し、
　前記第１制御素子の第５電極は前記ゲートに接続し、前記第１制御素子の第６電極は前
記容量に接続し、
　前記第２制御素子の第５電極は基準電源に接続し、前記第２制御素子の第６電極は前記
負荷と前記前記第１制御素子の第６電極とに接続し、
　前記第３制御素子の第５電極は前記負荷と前記第４電極とに接続し、前記第３制御素子
の第６電極は前記第１電極に接続し、
　前記第４制御素子の第７電極は前記発光素子の発光輝度に応じたデータ電圧を供給する
データ線に接続し、前記第４制御素子の第８電極は前記ゲートと前記第１制御素子の第５
電極とに接続してある
　表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ
）を発光素子として用いた表示装置が提案されている。ＯＬＥＤは、電流値により輝度が
変化する、いわゆる電流駆動型の表示素子である。このような表示装置の各画素は、ＯＬ
ＥＤと、ＯＬＥＤの発光輝度を制御する画素回路とを有する。画素回路は、ＯＬＥＤに供
給する電流を制御する駆動トランジスタなどを有する。
　この種の画素回路において、駆動トランジスタの閾値電圧のバラツキや変動を補償する
構成が提案されている（例えば特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許２００５―３１６３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、駆動トランジスタの閾値補償を高精度に行うには、画素回路に多くのトランジ
スタを設ける必要がある。トランジスタが多くなれば、画素回路の面積がその分、増加す
る。その結果、各画素の面積が大きくなり、高精細化が困難となる。本開示の一側面は、
高精細化を実現する表示装置の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一側面の表示装置は、第１電極と、第２電極と、前記第１電極と前記第２電極
との間に設けられた有機発光層とを備えた発光素子と、容量と、前記容量の電圧に応じた
電流を前記発光素子に流す駆動トランジスタとを備えた画素回路と、を備え、前記画素回
路は、前記発光素子への電流供給を停止すると共に前記容量と前記第１電極とを接続する
。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示の一側面によれば、表示装置において高精細化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】第１走査ドライバ、第２走査ドライバの構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施の形態における画素回路の構成例を示す回路図である。
【図４】第１実施の形態における画素回路の動作を示す説明図である。
【図５】画素回路の各動作期間の動作を示す説明図である。
【図６】画素回路の各動作期間の動作を示す説明図である。
【図７】画素回路の各動作期間の動作を示す説明図である。
【図８】画素回路の各動作期間の動作を示す説明図である。
【図９】シフトレジスタの動作を示す説明図である。
【図１０】シフトレジスタの動作を示す説明図である。
【図１１】シフトレジスタの動作を示す説明図である。
【図１２】シフトレジスタの動作を示す説明図である。
【図１３】動作マージンの拡大を示す説明図である。
【図１４】第２実施の形態における画素回路の構成例を示す回路図である。
【図１５】第２実施の形態における画素回路の動作を示す説明図である。
【図１６】第３実施の形態における画素回路の構成例を示す回路図である。
【図１７】第３実施の形態における画素回路の動作を示す説明図である。
【図１８】第４実施の形態における画素回路の構成例を示す回路図である。
【図１９】第４実施の形態における画素回路の動作を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、明細書、特許請求の
範囲における“第１”、“第２”等の序数は、要素間の関係を明確にするため、および要
素間の混同を防ぐために付している。したがって、これらの序数は、要素を数的に限定し
ているものではない。
【０００９】
　以下の説明においては、発光素子として、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、有機発光ダイオード）を用いるＯＬＥＤ表示装置について
説明する。図１は表示装置の構成例を示すブロック図である。表示装置１は画素回路１１
、第１走査ドライバ１２、第２走査ドライバ１３、データドライバ１４を含む。表示装置
１は複数の画素回路１１を含む。
【００１０】
　複数の画素回路１１はアクティブマトリクス部１０に行列状に配置してある。本実施の
形態においては、画素回路１１はｎ行ｍ列（ｎ、ｍは２以上の整数）である。画素回路１
１はＯＬＥＤ素子１１０を含む。第１走査ドライバ１２、第２走査ドライバ１３は、制御
信号を出力する。本実施の形態において、制御信号は４つの信号を含む。第１走査ドライ
バ１２は制御信号Ｓ１、Ｅ１を出力する。第２走査ドライバ１３は制御信号Ｓ２、制御信
号Ｅ２を出力する。制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２は、それぞれｎビットの信号である
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。なお、制御信号Ｓ１、Ｓ２は、走査信号とも呼ばれる。また、制御信号Ｅ１、Ｅ２は、
発光制御信号とも呼ばれる。
【００１１】
　制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２の各ビットが、各行の画素回路１１に対して出力され
る。制御信号Ｓ２により、所定の行の画素回路１１が、データ信号を受け付ける回路（い
わゆる走査対象の画素回路）として選択される。データドライバ１４は、制御信号Ｓ１、
Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２に従って選択された行の画素に対して、発光輝度に応じたデータ信号を
データ線に出力する。
【００１２】
　図２は、第１走査ドライバ１２、第２走査ドライバ１３の構成を示すブロック図である
。図２Ａは第１走査ドライバ１２の構成を示す。第１走査ドライバ１２はシフトレジスタ
Ｓ１、シフトレジスタＥ１を含む。シフトレジスタＳ１、シフトレジスタＥ１はそれぞれ
ｎビットのシフトレジスタである。
【００１３】
　シフトレジスタＳ１は、制御信号ＳＴＳ１、２相クロック信号ＣＫＳ、ＸＣＫＳにより
動作する。シフトレジスタＳ１はｎビットの制御信号Ｓ１を出力する。シフトレジスタＥ
１は、制御信号ＳＴＥ１、２相クロック信号ＣＫＥ、ＸＣＫＥにより動作する。シフトレ
ジスタＥ１はｎビットの制御信号Ｅ１を出力する。
【００１４】
　図２Ｂは第２走査ドライバ１３の構成を示す。第２走査ドライバ１３はシフトレジスタ
Ｓ２、シフトレジスタＥ２を含む。シフトレジスタＳ２、シフトレジスタＥ２はそれぞれ
ｎビットのシフトレジスタである。シフトレジスタＳ２は、制御信号ＳＴＳ２、２相クロ
ック信号ＣＫＳ、ＸＣＫＳにより動作する。シフトレジスタＳ２はｎビットの制御信号Ｓ
１を出力する。シフトレジスタＥ２は、制御信号ＳＴＥ２、２相クロック信号ＣＫＥ、Ｘ
ＣＫＥにより動作する。シフトレジスタＥ２はｎビットの制御信号Ｅ２を出力する。
【００１５】
（第１実施の形態）
　図３は第１実施の形態における画素回路１１の構成例を示す回路図である。画素回路１
１は、５つのトランジスタＭ１からＭ５、容量Ｃｓｔ、発光素子１１０を含む。トランジ
スタＭ１からＭ５は、例えば、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：薄
膜トランジスタ）である。容量Ｃｓｔは、いわゆる蓄積容量又は保持容量と呼ばれるもの
である。容量Ｃｓｔはデータ信号に応じた電位を保持する。発光素子１１０はＯＬＥＤ素
子である。図３では、発光素子１１０は、ＯＬＥＤ素子の等価回路を示している。この等
価回路は、発光ダイオードとキャパシタとの並列回路である。
【００１６】
　トランジスタＭ１は駆動トランジスタとも呼ばれ、発光素子１１０に流れる駆動電流を
制御する。トランジスタＭ２からＭ５は、スイッチトランジスタである。トランジスタＭ
２からＭ５のＯＮ・ＯＦＦを切り替えることにより、画素回路１１の状態が遷移する。ト
ランジスタＭ１のソースＭ１Ｓは、トランジスタＭ４を介して、電源供給線ＶＤＤと接続
している。ソースＭ１Ｓは、また、トランジスタＭ２を介して、データ線Ｖｄａｔａと接
続している。データ線Ｖｄａｔａは、図１のデータ線Ｄ１からＤｍのいずれかに対応する
。トランジスタＭ１のドレインＭ１Ｄは、トランジスタＭ５を介して、発光素子１１０の
アノード１１０Ａと接続している。トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇは、容量Ｃｓｔの一
方の電極ｅｃ２と接続している。ゲートＭ１Ｇは、また、トランジスタＭ３のソースＭ３
Ｓと接続している。
【００１７】
　トランジスタＭ２のソースＭ２Ｓはデータ線Ｖｄａｔａと接続している。トランジスタ
Ｍ２のドレインＭ２Ｄは、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓと、トランジスタＭ４のドレ
インＭ４Ｄとに接続している。トランジスタＭ２のゲートＭ２Ｇには、制御信号Ｓ２が入
力される。トランジスタＭ３のドレインＭ３Ｄは、トランジスタＭ１のドレインＭ１Ｄと
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トランジスタＭ５のソースＭ５Ｓとに接続している。トランジスタＭ３のゲートＭ３Ｇに
は、制御信号Ｓ１が入力される。トランジスタＭ４のゲートＭ４Ｇには、制御信号Ｅ１が
入力される。トランジスタＭ５のドレインＭ５Ｄは、発光素子１１０のアノード１１０Ａ
に接続している。トランジスタＭ５のゲートＭ５Ｇは制御信号Ｅ２が入力される。発光素
子１１０のカソード１１０Ｃは電源供給線ＶＳＳと接続している。
【００１８】
　以下、本実施の形態における表示装置１の構成、動作について説明する。表示装置１は
、発光素子１１０と、容量Ｃｓｔと、画素回路１１とを備える。発光素子１１０は、第１
電極１１０Ａと、第２電極１１０Ｃと、第１電極１１０Ａと第２電極１１０Ｃとの間に設
けられた有機発光層とを備える。画素回路１１は、容量Ｃｓｔと、容量Ｃｓｔの電圧に応
じた電流を発光素子１１０に流す駆動トランジスタＭ１とを備える。さらに、画素回路１
１は、発光素子１１０への電流供給を停止すると共に容量Ｃｓｔと第１電極１１０Ａとを
接続する。第１電極１１０Ａの一例は、発光素子１１０のアノード電極１１０Ａである。
第２電極１１０Ｃの一例は、発光素子１１０のカソード電極１１０Ｃである。容量の一例
は、本実施の形態の容量Ｃｓｔである。駆動トランジスタの一例は、本実施の形態のトラ
ンジスタＭ１である。
【００１９】
　駆動トランジスタＭ１は、第３電極Ｍ１Ｓと第４電極Ｍ１Ｄとを有し、ゲートＭ１Ｇに
印加された電圧に応じて第３電極Ｍ１Ｓと第４電極Ｍ１Ｄとの間に流れる電流を制御する
トランジスタである。
【００２０】
　画素回路１１は、さらに、第５電極と第６電極とを有し、第５電極と第６電極との導通
を制御する第１制御素子～第３の制御素子を備える。第１制御素子Ｍ４の第５電極Ｍ４Ｓ
は発光素子１１０に流れる電流の供給源である第１電源ＶＤＤに接続し、第１制御素子Ｍ
４の第６電極Ｍ４Ｄは第３電極Ｍ１Ｓに接続する。第１制御素子Ｍ４の一例は、トランジ
スタＭ４である。第２制御素子Ｍ３の第５電極Ｍ３Ｓは、ゲートＭ１Ｇと容量Ｃｓｔに接
続し、第２制御素子Ｍ３の第６電極Ｍ３Ｄは第４電極Ｍ１Ｄに接続する。第２制御素子の
一例は、トランジスタＭ３である。第３制御素子Ｍ５の第５電極Ｍ５Ｓは第４電極Ｍ１Ｄ
と第２制御素子Ｍ３の第６電極Ｍ３Ｄに接続し、第３制御素子Ｍ５の第６電極Ｍ５Ｄは第
１電極１１０Ａに接続する。第３制御素子の一例は、トランジスタＭ５である。画素回路
１１は、さらに、発光素子１１０の発光輝度に応じたデータ電圧を供給するデータ線に接
続する第７電極Ｍ２Ｓと、第３電極Ｍ１Ｓに接続する第８電極Ｍ２Ｄとを有し、第７電極
Ｍ２Ｓと第８電極Ｍ２Ｄとの導通を制御する第４制御素子Ｍ２を備える。第４制御素子の
一例は、トランジスタＭ２である。
【００２１】
　容量は、第３電極と、所定の電位に接続する第４電極とを備える。容量の一例は、容量
Ｃｓｔである。画素回路１１は、第１電極と第３電極とを接続する。第３電極の一例は、
容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２である。第４電極の一例は、容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ
１である。第３電極は第９電極とも呼ぶ。第４電極は第１０電極とも呼ぶ。
【００２２】
　次に、画素回路１１の動作について、図４～図８を用いて説明する。図４～図８では、
図３に示す電極の符号は省略している。図４は画素回路１１の動作を示す説明図である。
図４Ａは図３と同様な画素回路１１を示す。図４Ａは、画素回路１１の回路図であり、以
後の説明で用いるノードＮａからノードＮｄを示している。ノードＮａは、トランジスタ
Ｍ１のゲートＭ１Ｇ、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２、トランジスタＭ３のソースＭ３Ｓ
が接続するノードである。ノードＮｂは、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓ、トランジス
タＭ２のドレインＭ２Ｄ、トランジスタＭ４のドレインＭ４Ｄが接続するノードである。
ノードＮｃは、トランジスタＭ４のソースＭ４Ｓ、容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１、電源
供給線ＶＤＤが接続するノードである。ノードＮｄは、トランジスタＭ５のドレインＭ５
Ｄ、発光素子１１０のアノード１１０Ａが接続するノードである。
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【００２３】
　画素回路１１の動作は４つ期間に分けることが可能である。画素回路１１は、４つの期
間を１つのサイクルとして、動作を繰り返す。図４Ｂは画素回路１１の各期間におけるト
ランジスタＭ２からＭ５のＯＮ・ＯＦＦの関係を示す表である。４つの期間は、放電期間
、初期化期間、閾値検出及びデータ記憶期間（閾値検出＆データ記憶期間とも呼ぶ）、発
光期間である。放電期間では、トランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４がＯＦＦである。トランジ
スタＭ５がＯＮである。初期化期間では、トランジスタＭ３、Ｍ５がＯＮである。トラン
ジスタＭ２、Ｍ４がＯＦＦである。閾値検出＆データ記憶期間では、トランジスタＭ３、
Ｍ２がＯＮである。トランジスタＭ４、Ｍ５がＯＦＦである。発光期間では、トランジス
タＭ３、Ｍ２がＯＦＦである。トランジスタＭ４、Ｍ５がＯＮである。
【００２４】
　図４Ｃは画素回路１１の各動作期間における各制御信号の変化、データ信号を時系列で
示したグラフである。横軸は時間を示す。時間幅１Ｈは、１水平期間を示す。縦軸は電位
を示す。制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２それぞれは、アクティブロー信号である。すな
わち、制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２の値がハイ（Ｈ）のときは、それぞれに対応する
トランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、Ｍ５はＯＦＦとなる。制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２
の値がロー（Ｌ）のときは、それぞれに対応するトランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、Ｍ５は
ＯＮとなる。Ｖｄａｔａは、データ信号電位が変化を示している。Ｖｄａｔａは、１水平
期間１Ｈごとに更新される。図４Ｃに示す期間Ｔ０は、放電期間を示す。期間Ｔ１は初期
化期間を示す。期間Ｔ２は閾値検出＆データ記憶期間を示す。期間Ｔ３は発光期間を示す
。期間Ｔ０からＴ２は発光素子１１０が発光しない非発光期間ＮＬである。期間Ｔ３を除
く期間Ｔ０、Ｔ１、Ｔ２の長さは、１水平期間と同じとしている。しかし、それに限らず
、期間Ｔ０、Ｔ１、Ｔ２の長さを１水平期間より長くしてもよい。期間Ｔ０、Ｔ１、Ｔ２
の長さを１水平期間より短くしてもよい。
【００２５】
　図５から図９は、画素回路１１の各動作期間の動作を示す説明図である。図５Ａから図
９Ａは、画素回路１１の回路図を再掲している。図５Ｂから図９ＢはトランジスタＭ２～
Ｍ５のＯＮ・ＯＦＦ状態を示す表である。図５Ｃから図９Ｃは、ノードＮａ、Ｎｂ、Ｎｄ
の電位の時間変化を示したグラフである。
【００２６】
　図５は放電期間Ｔ０の動作を示す。放電期間Ｔ０では、トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ４
がＯＦＦで、トランジスタＭ５がＯＮである。トランジスタＭ４がＯＦＦであるから、ト
ランジスタＭ１は電源供給線ＶＤＤから切り離されている。よって、発光素子１１０への
電流供給は停止している。発光素子１１０はアノード１１０Ａカソード１１０Ｃ間容量に
蓄えられた電荷を、電源供給線ＶＤＤの電位よりも低電位の電源供給線ＶＳＳを介して放
電する。その結果、ノードＮｄは発光素子１１０の閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄ程度まで低下
する。ノードＮａ、ノードＮｂは、１サイクル前の発光期間での値を保っている。
【００２７】
　放電期間Ｔ０では、画素回路１１は、電流供給の停止において、発光素子１１０に流れ
る電流の供給源である第１電源から駆動トランジスタＭ１への電流供給を停止する。第１
電源の一例は、電源供給線ＶＤＤを含む電源である。
【００２８】
　図６は初期化期間Ｔ１を示す。初期化期間Ｔ１では、トランジスタＭ２、Ｍ４がＯＦＦ
で、トランジスタＭ３、Ｍ５がＯＮである。初期化期間Ｔ１では、トランジスタＭ３、Ｍ
５がＯＮであるので、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２と発光素子１１０のアノード電極１
１０Ａと電気的に接続する。その結果、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２が接続するノード
Ｎａは、ノードＮｄと同じ電位まで低下する。すなわち、ノードＮａは発光素子１１０の
アノード電位（Ｖｔｈｏｌｅｄ）となる。換言すれば、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２の
電位は、アノード電位と同電位になる。容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１が接続するノード
Ｎｃは、電源供給線ＶＤＤにより、電位ＶＤＤとなっている。よって、容量Ｃｓｔには、
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電位差ＶＤＤ－Ｖｔｈｏｌｅｄに応じた電荷が蓄積される。トランジスタＭ４がＯＦＦで
あるので、発光素子１１０は電源供給線ＶＤＤから切り離されている。そのため、発光素
子１１０に電流は流れず、アノード電位（ノードＮｄの電位）も上昇しない。ノードＢは
、放電期間Ｔ０での電位を保ったままである。
【００２９】
　画素回路１１は、発光素子１１０への電流供給の停止において、第１制御素子Ｍ４を非
導通にし、容量と第１電極との接続において、第２制御素子Ｍ３と第３制御素子Ｍ５とを
導通する。
【００３０】
　初期化期間Ｔ１において、画素回路１１は、発光素子１１０への電流供給を停止すると
共に容量Ｃｓｔと第１電極とを接続する。
【００３１】
　図７は閾値検出＆データ記憶期間Ｔ２を示す。閾値検出＆データ記憶期間Ｔ２では、ト
ランジスタＭ２、Ｍ３がＯＮで、トランジスタＭ４、Ｍ５がＯＦＦである。トランジスタ
Ｍ５がＯＦＦとなることで、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２と接続するノードＮａは、発
光素子１１０のアノード電極１１０Ａ（ノードＮｄ）と切り離される。トランジスタＭ２
がＯＮとなることで、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓ（ノードＮｂ）は、データ線電圧
Ｖｄａｔａに固定される。一方、トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇ及びドレインＭ１Ｄの
電圧はＶｔｈｏｌｅｄである。ＶｔｈｏｌｅｄはＶｄａｔａよりも低いので、ゲートＭ１
Ｇ、ソースＭ１Ｓの電位差に応じた電流が、データ線ＶｄａｔａからトランジスタＭ２、
Ｍ１、Ｍ３に流れる。ノードＮａに電荷が蓄積されて、ノードＮａの電位が上昇する。ゲ
ートＭ１Ｇ（ノードＮａ）ソースＭ１Ｓ（ノードＮｂ）間の電位差が、トランジスタＭ１
の閾値電圧に達するまで、トランジスタＭ１には電流が流れる。ここで、トランジスタＭ
１の閾値電圧をＶｔｈ（Ｖｔｈ＜０）とすると、ノードＮａの電位は、Ｖｄａｔａ＋Ｖｔ
ｈとなる。また、容量Ｃｓｔの電位差は、ＶＤＤ－Ｖｄａｔａ－Ｖｔｈである。
【００３２】
　画素回路１１は、閾値検出＆データ記憶期間Ｔ２において、容量Ｃｓｔと第１電極１１
０Ａとを接続した後に、駆動トランジスタＭ１の閾値電圧と発光素子１１０の発光輝度に
対応したデータ電圧Ｖｄａｔａとを容量Ｃｓｔに蓄える。
【００３３】
　画素回路１１は、放電期間Ｔ０、初期化期間Ｔ１において、トランジスタＭ４とトラン
ジスタＭ２とをＯＦＦする。トランジスタＭ５はＯＮとする。閾値検出＆データ記憶期間
Ｔ２では、トランジスタＭ２をＯＮ、トランジスタＭ５をＯＦＦとする。画素回路は、第
１制御素子と第４制御素子とを非導通にした後に、第４制御素子を導通し第３制御素子を
非導通にする。
【００３４】
　図８は発光期間Ｔ３を示す。発光期間Ｔ３では、トランジスタＭ２、Ｍ３がＯＦＦで、
トランジスタＭ４、Ｍ５がＯＮである。トランジスタＭ５がＯＮであるから、トランジス
タＭ１は発光素子１１０と接続する。トランジスタＭ１と発光素子１１０には、トランジ
スタＭ１のゲートＭ１Ｇ（ノードＮａ）ソースＭ１Ｓ（ノードＮｂ）間の電位差に応じた
電流が流れる。この電流により、発光素子１１０は発光する。このとき、発光素子１１０
に流れる電流は、以下の式（１）により求まる。
【００３５】
　Ioled=β(Vgs-Vth)2 =β(Vdata+Vth-VDD-Vth)2=β(Vdata-VDD)2　　…式（１）
　β=μ*(W/L)*(Cox/2),μ:移動度,w:チャネル幅,L:チャネル長,Cox:ゲート容量
【００３６】
　式（１）に示したように、発光素子１１０に流れる電流は、データ線電圧Ｖｄａｔａ、
電源供給線電圧ＶＤＤにより決定される。発光素子１１０に流れる電流は、トランジスタ
Ｍ１の閾値電圧Ｖｔｈに依存しない。よって、発光素子１１０に流れる電流は、トランジ
スタＭ１の閾値電圧の変動に影響を受けない。
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【００３７】
　画素回路１１は、容量Ｃｓｔと容量Ｃｓｔの電圧に応じた電流を発光素子１１０に流す
駆動トランジスタを備える。駆動トランジスタの一例は、トランジスタＭ１である。発光
期間Ｔ３において、画素回路１１は、第１電源ＶＤＤの電圧から、閾値電圧Ｖｔｈとデー
タ電圧Ｖｄａｔａとを加算した電圧を減算した電圧（ＶＤＤ－（Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ））
を容量Ｃｓｔに蓄えた後に、容量Ｃｓｔと第１電極１１０Ａとの接続を切断すると共に第
１電源ＶＤＤから駆動トランジスタＭ１への電流供給を開始し、さらに、容量Ｃｓｔの電
圧を駆動トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇに印加する。
【００３８】
　閾値検出＆データ記憶期間Ｔ２では、トランジスタＭ２はＯＮとする。トランジスタＭ
５はＯＦＦとする。発光期間Ｔ３では、トランジスタＭ３とトランジスタＭ２とをＯＦＦ
とし、トランジスタＭ４とトランジスタＭ５をＯＮとする。画素回路１１は、第４制御素
子（Ｍ２）を導通し第３制御素子（Ｍ５）を非導通にした後に、第２制御素子（Ｍ３）と
第４制御素子（Ｍ２）とを非導通にし、第１制御素子（Ｍ４）と第３制御素子（Ｍ５）と
を導通する。
【００３９】
　発光期間Ｔ３の後は、再び放電期間Ｔ０に戻る。画素回路１１は、容量Ｃｓｔに蓄えた
電圧をゲートＭ１Ｇに印加した後、発光素子１１０への電流供給を停止すると共に有機発
光層に蓄積した電荷を、発光素子１１０を介して放電した後に、容量Ｃｓｔと第１電極１
１０Ａとを接続し、放電後の第１電極１１０Ａの電位で容量Ｃｓｔを充電する。
【００４０】
　画素回路１１は、発光期間Ｔ３において、トランジスタＭ４をＯＮとする。発光期間Ｔ
３後では、画素回路１１は、トランジスタＭ４をＯＦＦとする。画素回路１１は、発光素
子１１０に電流を流した後、第１制御素子を非導通にして、発光素子１１０に蓄積された
電荷を、発光素子１１０を介して放電する。
【００４１】
　図９はシフトレジスタＳ１の動作を示す説明図である。シフトレジスタＳ１は制御信号
Ｓ１（ｎ）を出力する。シフトレジスタＳ１の動作クロックは、周期２Ｈを持つ２相クロ
ックＣＫＳ、ＸＣＫＳである。シフトレジスタＳ１の初段には、パルス幅が２Ｈのスター
ト信号ＳＴＳ１を入力する。シフトレジスタＳ１はクロック信号ＣＫＳの立ち下がり又は
ＸＣＫＳの立ち下がりに同期して、スタート信号ＳＴＳ１を１Ｈずつ遅らせて、伝搬する
。シフトレジスタＳ１は、制御信号Ｓ１（２）として、制御信号Ｓ１（１）よりも時間Ｈ
遅れて、スタート信号ＳＴＳ１を出力する。シフトレジスタＳ１は、制御信号Ｓ１（３）
として、制御信号Ｓ１（２）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＳ１を出力する。
以下、同様である。シフトレジスタＳ１は、制御信号Ｓ１（ｎ）として、制御信号Ｓ１（
ｎ－１）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＳ１を出力する。
【００４２】
　図１０はシフトレジスタＳ２の動作を示す説明図である。シフトレジスタＳ２は制御信
号Ｓ２（ｎ）を出力する。シフトレジスタＳ２の動作クロックは、周期２Ｈを持つ２相ク
ロックＣＫＳ、ＸＣＫＳである。シフトレジスタＳ２の初段には、パルス幅が１Ｈのスタ
ート信号ＳＴＳ２を入力する。シフトレジスタＳ２は、クロック信号ＣＫＳの立ち上がり
又は立ち下がり、若しくはクロック信号ＸＣＫＳの立ち上がり又は立ち下がりに同期して
、スタート信号ＳＴＳ２を１Ｈずつ遅らせて、伝搬させる。シフトレジスタＳ２は、制御
信号Ｓ２（２）として、制御信号Ｓ２（１）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＳ
２を出力する。シフトレジスタＳ２は、制御信号Ｓ２（３）として、制御信号Ｓ２（２）
よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＳ２を出力する。以下、同様である。シフトレ
ジスタＳ２は、制御信号Ｓ２（ｎ）として、制御信号Ｓ２（ｎ－１）よりも時間１Ｈ遅れ
て、スタート信号ＳＴＳ２を出力する。
【００４３】
　図１１はシフトレジスタＥ１の動作を示す説明図である。シフトレジスタＥ１は制御信
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号Ｅ１（ｎ）を出力する。シフトレジスタＥ１の動作クロックは、周期２Ｈを持つ２相ク
ロックＣＫＥ、ＸＣＫＥである。シフトレジスタＥ１の初段には、パルス幅３Ｈのスター
ト信号ＳＴＥ１を入力する。シフトレジスタＥ１は、クロック信号ＣＫＥ立ち下がり又は
クロック信号ＸＣＫＥの立ち下がりに同期して、スタート信号ＳＴＥ１を伝搬する。シフ
トレジスタＥ１は、制御信号Ｅ１（２）として、制御信号Ｅ１（１）よりも時間１Ｈ遅れ
て、スタート信号ＳＴＥ１を出力する。シフトレジスタＥ１は、制御信号Ｅ１（３）とし
て、制御信号Ｅ１（２）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＥ１を出力する。以下
同様である。シフトレジスタＥ１は、制御信号Ｅ１（ｎ）として、制御信号Ｅ１（ｎ－１
）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＥ１を出力する。
【００４４】
　図１２はシフトレジスタＥ２の動作を示す説明図である。シフトレジスタＥ２は制御信
号Ｅ２（ｎ）を出力する。シフトレジスタＥ２の動作クロックは、周期２Ｈを持つ２相ク
ロックＣＫＥ、ＸＣＫＥである。シフトレジスタＥ２の初段には、パルス幅１Ｈのスター
ト信号ＳＴＥ２を入力する。シフトレジスタＥ２は、クロック信号ＣＫＥの立ち下がり又
は立ち上がり、若しくはクロック信号ＸＣＫＥの立ち下がり又は立ち上がりに同期して、
スタート信号ＳＴＥ２を伝搬する。シフトレジスタＥ２は、制御信号Ｅ２（２）として、
制御信号Ｅ２（１）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＥ２を出力する。シフトレ
ジスタＥ２は、制御信号Ｅ２（３）として、制御信号Ｅ２（２）よりも時間１Ｈ遅れて、
スタート信号ＳＴＥ２を出力する。以下、同様である。シフトレジスタＥ２は、制御信号
Ｅ２（ｎ）として、制御信号Ｅ２（ｎ－１）よりも時間１Ｈ遅れて、スタート信号ＳＴＥ
２を出力する。シフトレジスタＳ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２は以上の動作を繰り返し行う。
【００４５】
　本実施の形態において、放電期間Ｔ０を設ける意義について説明する。トランジスタＭ
１の閾値電圧を精度良く検出するためには、ゲートＭ１Ｇ、ソースＭ１Ｓ間の電圧が、閾
値電圧以上になるように、容量Ｃｓｔを初期化することが好ましい。トランジスタＭ１の
閾値を検出する場合、ソースＭ１Ｓ（ノードＮｂ）はデータ電圧（Ｖｄａｔａ）となる。
そのため、ゲートＭ１Ｇ（ノードＮａ）は、データ電圧よりも閾値電圧下がった電圧で初
期化する必要がある。初期化の電位は、明発光に対応するデータ電圧の場合が、最も低く
する必要がある。この条件でマージン電圧が確保できないと、閾値検出が機能しない。初
期化電圧の時点で、電流が流れるほどの電圧差がゲートＭ１Ｇ、ソースＭ１Ｓ間にないか
らである。
【００４６】
　容量Ｃｓｔの初期化にアノード電圧を用いる場合、アノード電圧が明発光直後の高い電
圧であると、動作マージンが狭い。しかし、発光素子１１０に蓄えられた電荷を放電する
期間を設け、アノード電圧を発光素子１１０の閾値電圧程度まで下げることで、動作マー
ジンが広がる。図１３は動作マージンの拡大を示す説明図である。電源電圧ＶＤＤを＋５
Ｖ、電源電圧ＶＳＳを－５Ｖとする。明発光データ電圧を４Ｖ、駆動トランジスタＭ１の
閾値電圧を２Ｖとする。発光素子１１０の明発光後のアノード電圧を３．５Ｖとする。発
光素子１１０の閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄを１．５Ｖとする。図１３に示すように、アノー
ド電圧を初期化電圧として用いると、図１３の左側に示すように、動作マージン電圧は０
．５Ｖとなる。それに対して、放電期間Ｔ０を設けて、発光素子１１０の閾値電圧Ｖｔｈ
ｏｌｅｄを初期化電圧とする場合、マージン電圧は２．５Ｖとなる。この例では、動作マ
ージン電圧が０．５Ｖから２．５Ｖになり、２Ｖ広がる。
【００４７】
　以上のように、表示装置１では、初期化期間において、容量Ｃｓｔと第１電極とを接続
することで、容量における電位差を増大させる。
【００４８】
　本実施の形態は、以下の効果を奏する。初期化期間Ｔ１の前に放電期間Ｔ０を設けるこ
とで、初期化電圧を発光素子１１０の閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄとなる。それにより、初期
化前の発光素子１１０が明発光であっても、閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄまで下げることが可
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能となる。それにより、トランジスタＭ１の閾値電圧Ｖｔｈを検出するための動作マージ
ンが拡大する。その結果、閾値電圧Ｖｔｈのばらつきや長期間使用により閾値電圧Ｖｔｈ
が変動しても、閾値電圧Ｖｔｈの検出が可能となる。また、マージンが拡大すると、電源
電圧ＶＤＤ、ＶＳＳの電位差を下げることが可能となる。それにより、表示装置の消費電
力の低減が可能となる。
【００４９】
　初期化期間において、トランジスタＭ１は電源供給線ＶＤＤから切り離されているため
、発光素子１１０に電流は流れない。それにより、発光素子１１０が発光しないので、表
示品位の低下を抑制可能となる。また、発光素子１１０に電流が流れないことにより、発
光素子１１０のアノード電位が上昇しないので、トランジスタＭ１の閾値検出の精度低下
を防ぐことが可能となる。
【００５０】
　このように、表示品位低下と駆動トランジスタM1の閾値検出の精度低下とを防ぐ画素回
路１１を４つのトランジスタと１つの容量とで実現できる。一般的に、駆動トランジスタ
の閾値検出の精度低下を防ぐ画素回路１１では、５つ以上のトランジスタが必要である（
例えば、特許文献１では、６つのトランジスタが必要である）。
【００５１】
　しかし、本実施の形態における画素回路１１は、４つのトランジスタと１つの容量とで
実現できるので、５つ以上のトランジスタを有する画素回路や、２つ以上の容量を有する
画素回路に比べて、画素回路の面積を削減できる。画素回路の面積が削減できるので、画
素面積が削減できる。画素面積が削減できると単位面積あたりの画素数を増やすこと、す
なわち高精細化が可能になる。
【００５２】
　さらに、容量Ｃｓｔの初期化に発光素子１１０のアノード電圧を用いるので、初期化の
ための電源線や信号線の追加が不要となる。そのため、画素回路１１内に初期化のための
電源線や信号線の追加が不要になり、回路面積の削減に貢献する。その結果、さらなる高
精細化が可能になる。
【００５３】
(第２実施の形態)
　前述した第１実施の形態とは画素回路１１内の結線が異なる第２実施の形態について説
明する。第２実施の形態では、データドライバ１４からデータ線Ｖｄａｔａ（データ線Ｄ
１からＤｍのいずれか）を介して供給されるデータ電圧のＢｒｉｇｈｔとＤａｒｋが、第
１実施の形態とは逆転している。
【００５４】
　図１４は第２実施の形態における画素回路１１の構成例を示す回路図である。図１４に
おいて、図３と対応する部分には同一符号を付している。
【００５５】
　画素回路１１は、５つのトランジスタＭ１（駆動トランジスタ）、トランジスタＭ２（
第４制御素子）、トランジスタＭ３（第２制御素子）、トランジスタＭ４（第１制御素子
）及びトランジスタＭ５（第３制御素子）と、容量Ｃｓｔと、発光素子１１０とを含む。
【００５６】
　トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓ（第３電極）は、トランジスタＭ５のドレインＭ５Ｄ
（第６電極）と容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１（第１０電極）とに接続している。トラン
ジスタＭ１のドレインＭ１Ｄ（第４電極）は、発光素子１１０のアノード１１０Ａ（第１
電極）に接続している。トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇは、トランジスタＭ２のドレイ
ンＭ２Ｄ（第８電極）とトランジスタＭ４のドレインＭ４Ｄ（第６電極）とに接続してい
る。発光素子１１０のカソード１１０Ｃ（第２電極）は、電源供給線ＶＳＳに接続してい
る。
【００５７】
　トランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄは、トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇとトランジス
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タＭ４のドレインＭ４Ｄ（第６電極）とに接続している。トランジスタＭ２のソースＭ２
Ｓ（第７電極）は、データ線Ｖｄａｔａに接続している。トランジスタＭ２のゲートＭ２
Ｇには、制御信号（走査信号）Ｓ２が入力される。
【００５８】
　トランジスタＭ３のドレインＭ３Ｄ（第６電極）は、トランジスタＭ４のソースＭ４Ｓ
（第５電極）と容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２（第９電極）とに接続している。トランジ
スタＭ３のソースＭ３Ｓ（第５電極）には、基準電圧源Ｖｒｅｆが接続されている。トラ
ンジスタＭ３のゲートＭ３Ｇには、制御信号（走査信号）Ｓ１が入力される。
【００５９】
　トランジスタＭ４のソースＭ４Ｓは、トランジスタＭ３のドレインＭ３Ｄと容量Ｃｓｔ
の一方の電極ｅｃ２とに接続している。トランジスタＭ４のドレインＭ４Ｄは、トランジ
スタＭ１のゲートＭ１ＧとトランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄとに接続している。トラン
ジスタＭ４のゲートＭ４Ｇには、制御信号（発光制御信号）Ｅ１が入力される。
【００６０】
　トランジスタＭ５のドレインＭ５Ｄは、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓと容量Ｃｓｔ
の他方の電極ｅｃ１とに接続している。トランジスタＭ５のソースＭ５Ｓ（第５電極）に
は、第１電源ＶＤＤが接続されている。トランジスタＭ５のゲートＭ５Ｇには、制御信号
（発光制御信号）Ｅ２が入力される。
【００６１】
　図１５は第２実施の形態における画素回路１１の動作を示す説明図である。図１５Ａは
図１４と同様な画素回路１１を示す回路図であり、図１５Ｂは画素回路１１の各期間にお
けるトランジスタＭ２からＭ５のＯＮ・ＯＦＦの関係を示す表であり、図１５Ｃは画素回
路１１の各動作期間における各制御信号の変化、データ信号を時系列で示したグラフであ
る。
【００６２】
　第２実施の形態にあって、図１５Ｂに示すように、各トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ４及
びＭ５のＯＮ・ＯＦＦの切替えタイミングは、第１実施の形態（図４Ｂ参照）と同じであ
る。また、第２実施の形態にあって、図１５Ｃに示すように、各制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ
１及びＥ２のハイ／ローのパターンは、第１実施の形態（図４Ｃ参照）と同じである。し
かし、第２実施の形態では、図１５Ｃに示すように、データ電圧ＶｄａｔａのＢｒｉｇｈ
ｔとＤａｒｋが、第１実施の形態（図４Ｃ参照）とは逆転している。
【００６３】
　放電期間Ｔ０及び初期化期間Ｔ１にあって、駆動トランジスタであるトランジスタＭ１
のゲートＭ１Ｇの電位を固定するトランジスタＭ４をＯＦＦとしていることにより、トラ
ンジスタＭ１がＯＦＦとなって、トランジスタＭ１を介した発光素子１１０への充電は行
われない。その結果、発光素子１１０のアノード１１０Ａの電位は閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅ
ｄまで低下し、不要な発光が行われない。
【００６４】
(第３実施の形態)
　前述した第１実施の形態とは画素回路１１内の結線が異なる第３実施の形態について説
明する。第３実施の形態では、使用するＴＦＴをすべてＮ型ＴＦＴで構成している。
【００６５】
　図１６は第３実施の形態における画素回路１１の構成例を示す回路図である。図１６に
おいて、図３と対応する部分には同一符号を付している。
【００６６】
　画素回路１１は、５つのトランジスタＭ１（駆動トランジスタ）、トランジスタＭ２（
第４制御素子）、トランジスタＭ３（第２制御素子）、トランジスタＭ４（第１制御素子
）及びトランジスタＭ５（第３制御素子）と、容量Ｃｓｔと、発光素子１１０とを含む。
【００６７】
　トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇは、トランジスタＭ３のドレインＭ３Ｄ（第６電極）
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と容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１（第１０電極）とに接続している。トランジスタＭ１の
ソースＭ１Ｓ（第３電極）は、トランジスタＭ３のソースＭ３Ｓ（第５電極）とトランジ
スタＭ５のドレインＭ５Ｄ（第６電極）とに接続している。トランジスタＭ１のドレイン
Ｍ１Ｄ（第４電極）は、トランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄ（第８電極）と、トランジス
タＭ４のソースＭ４Ｓ（第５電極）とに接続している。
【００６８】
　トランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄは、トランジスタＭ１のドレインＭ１Ｄと、トラン
ジスタＭ４のソースＭ４Ｓとに接続している。トランジスタＭ２のソースＭ２Ｓ（第７電
極）は、データ線Ｖｄａｔａに接続している。トランジスタＭ２のゲートＭ２Ｇには、制
御信号（走査信号）Ｓ２が入力される。
【００６９】
　トランジスタＭ３のソースＭ３Ｓ（第５電極）は、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓと
トランジスタＭ５のドレインＭ５Ｄとに接続している。トランジスタＭ３のドレインＭ３
Ｄは、トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇと容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１（第４電極）と
に接続している。トランジスタＭ３のゲートＭ３Ｇには、制御信号（走査信号）Ｓ１が入
力される。
【００７０】
　トランジスタＭ４のソースＭ４Ｓは、トランジスタＭ１のドレインＭ１Ｄとトランジス
タＭ２のドレインＭ２Ｄとに接続している。トランジスタＭ４のドレインＭ４Ｄは、発光
素子１１０のアノード１１０Ａ（第１電極）と容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２（第９電極
）とに接続している。トランジスタＭ４のゲートＭ４Ｇには、制御信号（発光制御信号）
Ｅ１が入力される。発光素子１１０のカソード１１０Ｃ（第２電極）は、電源供給線ＶＳ
Ｓに接続している。
【００７１】
　トランジスタＭ５のドレインＭ５Ｄは、トランジスタＭ１のソースＭ１Ｓとトランジス
タＭ３のソースＭ３Ｓとに接続している。トランジスタＭ５のソースＭ５Ｓ（第５電極）
には、第１電源ＶＤＤが接続されている。トランジスタＭ５のゲートＭ５Ｇには、制御信
号（発光制御信号）Ｅ２が入力される。
【００７２】
　図１７は第３実施の形態における画素回路１１の動作を示す説明図である。図１７Ａは
図１６と同様な画素回路１１を示す回路図であり、図１７Ｂは画素回路１１の各期間にお
けるトランジスタＭ２からＭ５のＯＮ・ＯＦＦの関係を示す表であり、図１７Ｃは画素回
路１１の各動作期間における各制御信号の変化、データ信号を時系列で示したグラフであ
る。
【００７３】
　第３実施の形態にあって、図１７Ｂに示すように、各トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ４及
びＭ５のＯＮ・ＯＦＦの切替えタイミングは、第１実施の形態（図４Ｂ参照）と同じであ
る。但し、第３実施の形態にあっては、図１７Ｃに示すように、制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ
１、Ｅ２それぞれは、アクティブハイ信号である。すなわち、制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１
、Ｅ２の値がハイ（Ｈ）のときは、それぞれに対応するトランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、
Ｍ５はＯＮとなる。制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２の値がロー（Ｌ）のときは、それぞ
れに対応するトランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、Ｍ５はＯＦＦとなる。また、第２実施の形
態では、図１７Ｃに示すように、データ電圧ＶｄａｔａのＢｒｉｇｈｔとＤａｒｋが、第
１実施の形態（図４Ｃ参照）とは逆転している。
【００７４】
　放電期間Ｔ０及び初期化期間Ｔ１にあって、トランジスタＭ４をＯＦＦとしていること
により、発光素子１１０のアノード１１０Ａの電位は閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄまで低下し
、容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２の電位もＶｔｈｏｌｅｄに初期化される。
【００７５】
(第４実施の形態)
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　前述した第１実施の形態とは画素回路１１内の結線が異なる第４実施の形態について説
明する。第４実施の形態では、使用するＴＦＴをすべてＮ型ＴＦＴで構成している。
【００７６】
　図１８は第４実施の形態における画素回路１１の構成例を示す回路図である。図１８に
おいて、図３と対応する部分には同一符号を付している。
【００７７】
　トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇは、トランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄ（第８電極）
とトランジスタＭ４のソースＭ４Ｓ（第５電極）とに接続している。トランジスタＭ１の
ドレインＭ１Ｄ（第４電極）は、トランジスタＭ５のソースＭ５Ｓ（第５電極）と容量Ｃ
ｓｔの他方の電極ｅｃ１（第１０電極）とに接続している。トランジスタＭ１のソースＭ
１Ｓ（第３電極）には、第１電源ＶＤＤが接続されている。
【００７８】
　トランジスタＭ２のドレインＭ２Ｄは、トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇとトランジス
タＭ４のソースＭ４Ｓ（第５電極）とに接続している。トランジスタＭ２のソースＭ２Ｓ
（第７電極）は、データ線Ｖｄａｔａに接続している。トランジスタＭ２のゲートＭ２Ｇ
には、制御信号（走査信号）Ｓ２が入力される。
【００７９】
　トランジスタＭ３のドレインＭ３Ｄ（第６電極）は、トランジスタＭ４のドレインＭ４
Ｄ（第６電極）と容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２（第９電極）とに接続している。トラン
ジスタＭ３のソースＭ３Ｓ（第５電極）には、基準電圧源Ｖｒｅｆが接続されている。ト
ランジスタＭ３のゲートＭ３Ｇには、制御信号（走査信号）Ｓ１が入力される。
【００８０】
　トランジスタＭ４のソースＭ４Ｓは、トランジスタＭ１のゲートＭ１Ｇとトランジスタ
Ｍ２のドレインＭ２Ｄとに接続している。トランジスタＭ４のドレインＭ４Ｄは、トラン
ジスタＭ３のドレインＭ３Ｄと容量Ｃｓｔの一方の電極ｅｃ２とに接続している。トラン
ジスタＭ４のゲートＭ４Ｇには、制御信号（発光制御信号）Ｅ１が入力される。
【００８１】
　トランジスタＭ５のソースＭ５Ｓは、トランジスタＭ１のドレインＭ１Ｄと容量Ｃｓｔ
の他方の電極ｅｃ１（第１０電極）とに接続している。トランジスタＭ５のドレインＭ５
Ｄ（第６電極）は、発光素子１１０のアノード１１０Ａ（第１電極）に接続している。ト
ランジスタＭ５のゲートＭ５Ｇには、制御信号（発光制御信号）Ｅ２が入力される。発光
素子１１０のカソード１１０Ｃ（第２電極）は、電源供給線ＶＳＳに接続している。
【００８２】
　図１９は第４実施の形態における画素回路１１の動作を示す説明図である。図１９Ａは
図１８と同様な画素回路１１を示す回路図であり、図１９Ｂは画素回路１１の各期間にお
けるトランジスタＭ２からＭ５のＯＮ・ＯＦＦの関係を示す表であり、図１９Ｃは画素回
路１１の各動作期間における各制御信号の変化、データ信号を時系列で示したグラフであ
る。
【００８３】
　第４実施の形態にあって、図１９Ｂに示すように、各トランジスタＭ２、Ｍ３、Ｍ４及
びＭ５のＯＮ・ＯＦＦの切替えタイミングは、第１実施の形態（図４Ｂ参照）と同じであ
る。但し、第４実施の形態にあっては、図１９Ｃに示すように、制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ
１、Ｅ２それぞれは、アクティブハイ信号である。すなわち、制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１
、Ｅ２の値がハイ（Ｈ）のときは、それぞれに対応するトランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、
Ｍ５はＯＮとなる。制御信号Ｓ１、Ｓ２、Ｅ１、Ｅ２の値がロー（Ｌ）のときは、それぞ
れに対応するトランジスタＭ３、Ｍ２、Ｍ４、Ｍ５はＯＦＦとなる。
【００８４】
　放電期間Ｔ０及び初期化期間Ｔ１にあって、駆動トランジスタであるトランジスタＭ１
のゲートＭ１Ｇの電位を固定するトランジスタＭ４をＯＦＦとしていることにより、トラ
ンジスタＭ１を介した発光素子１１０への充電は行われない。発光素子１１０のアノード
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１１０Ａの電位は閾値電圧Ｖｔｈｏｌｅｄまで低下し、容量Ｃｓｔの他方の電極ｅｃ１も
Ｖｔｈｏｌｅｄに初期化される。
【００８５】
　各実施の形態で記載されている技術的特徴（構成要件）はお互いに組み合わせ可能であ
り、組み合わせすることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものでは無いと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味では無く、特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【００８６】
　１　　　　　　表示装置
　１１　　　　　画素回路
　１１０　　　　発光素子（ＯＬＥＤ素子）
　１１０Ａ　　　アノード電極
　１１０Ｃ　　　カソード電極
　Ｃｓｔ　　　　容量
　Ｍ１　　　　　トランジスタ（駆動トランジスタ）
　Ｍ２　　　　　トランジスタ（第４制御素子）
　Ｍ３　　　　　トランジスタ（第２制御素子）
　Ｍ４　　　　　トランジスタ（第１制御素子）
　Ｍ５　　　　　トランジスタ（第３制御素子）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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